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《 摘要 》 本文介绍了我们研制的多孔钨艳离子源
，
这 种艳源较其它类型的艳源去气充分

，

控制方便
，
制作简单
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一个低离化能��的原子与一个高 逸 出 功的表

面接触时
，
原子的价电子会转移到表而上

。

原

子被离化
。

见图 �
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由干原子价电子能级展宽
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图� 表面离北效应

及表面电子按费米分布
，

表面的电子也有可能

运动到吸附的粒子上
。

电子占据在 粒 子上 �粒

子为原子�的几率 ��与占据在表面上 �粒子为

离子�的几率 ��之比由玻尔 玄曼分布决定

如果粒子在表面的复盖度很低
。

各粒子之

间互相不影响其吸附状态
，

则表面的原子密度

� 。
与离子密度�� 之比为

�一
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，
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艳是光阴极制备中必不可少的激活材料
，

纯度和可控性是评价艳源的主要指标
。

目前常

用的镍通道源有两大特点
�

只能在生成艳原子

的反应温度以下去气
，
因而去气不充分

，
使用

时纯度难以保证绝原子弥漫整个系统空间
，
影

响器件和探测仪器的性能
。

另外
，
使用时常需

烘烤整个系统
，

而在负电子亲和势阴极制备时

却需要室温激活 〔 �〕 。

分子束源在实现室温激活

方面有所改进
，
但在可控性方面仍不能令人满

意
。

在进艳使光电流至廿值处停止进艳后
，

残

余的艳蒸汽会使光电流下降��一���〔�〕 。

解决

这些问题的一个校好的方法就 是 采 用 艳离子

源
。

在艳离子源中
，

艳以离子形式逸出
，

可用

电场定向控制
，

还可用电场方便地控制离子流

的导通和截止状态
。

离子流大小可调
，
由离子

流大小可确定进艳量
。

好的离子源比常用的艳

中性源去气充分
，
所以研制艳离子源是改进光

电阴极工艺的一个重要步聚
。

常用的艳离子源有碳酸艳源和多孔钨源
，

国内已研制成功碳酸艳源 〔�〕 。

但 据 我 们的经

验
，
这种源的三氧化二铝载体不易充分去气

，

且加热后变得松脆
，

成块脱落
，

使源失效
。

此

外
，

初次使用时中性艳原子蒸发量较大
，

国外

报导过多孔钨艳离子源 〔 �，
� 〕 。

看来性能较

好
，

所以我们对这种源进行了研制
。

表面逸出的原子通量
�。
与 离子 通量

�补就分别

正比于
� 。
和

� ， ，

而离化效率叭 就可由���
� �

一 � “ “ �� �
��方程得到
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多孔钨艳离子源基于表面离化效应
。
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可 见 离化

效率是很高的
。

离子流在表面温度�大于临界 温
、
度��

、

引出极电压�大于临界电压�� 时达 到 饱和
，

这被认为是表面复盖度足够低的标志
。
所以�

� ��
、
����是 ���式成立的条 件 〔�〕 。

�� 由

到达表面的原子流强度决定
、
��由 电 极结构

决定
。

结构及性能

我们研制的多孔钨艳离子源结构 如 图�所

示
。 一

镍管内径为�
�

���
，
里面装有 能 生 成艳

原子的反应物
，

镍管

一端封死
，
另一端与

多孔钨材料相接
，
由

引线引人电流使镍受

热
。

管里 生 成 艳 原

反应物
，

声
’ ‘

�

� ��� ��� ���

引出极龟压���，

图� 艳离子流随引出极电压的变化

温度
。

离子流随引出极电压的 变 化 如 图 �所

示
。

可见
，

对我们的实验 结 构
，
����引出极

电压时还没达到饱和离子流状态
。

但是在这个

区域内离子流的大小很容易调节
，

在实验中也

没有发现明显的艳中性原子蒸发
。

图 �多孔钨艳离子盯结构图 结 论

子
，
艳原子通过多孔钨向外扩张

，
在扩散过程

中被离化
，
引出极在多孔钨表面形成的电场将

艳离子引出
。

艳离子流可达��一 �
，

在��一
’
一��

一
�下

可维持若干小时
，

暴露大气后还可重复使用
。

在土作状态下去气一小时
，

产生的气体总压强

为�
� �『 托 �扣 除本底 压 强� ，

其中�
�
�

、

��和��
�

在�
�

�一�
�

�� ��一�托
，

其 它 气体有

� �，
�

�

和一些碳氢化合物分 压 强 在��
� ’
托

以下
，
没有测到艳中性原子

。

可以预料
，
若延

长去气时间
，
残余气体的分压强还会减小

。

离

子流随镍管加热电流的变化如图 �所示
。

加热

电流在 �� ��之间时
，
多孔钨表面处 于临界

��

���

少少

我们研
气

制的多孔钨艳离子源可以在高于产

生艳原子的温度下去气
，

所以去气充分
，

有利

干减小残余气体分压强
。

离
一

子流的大小调节很

方便
，
制作也很简单

。

在实际应用时
，

还应加上几个电极
，
以在

能保证足够强的弓�出电场的情况下能够按需要

调节离子能量
，
而且能使离子束截面具有较好

的均匀性
。
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